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Infroducao

O projeto de circuitos infegrados analdogicos envolve diversas
etapas. A concepcdo de uma ideia, a escolha das estrategias e
topologias, simulacdes, descricdo geometrica (layout) e
caracterizacdo do dispositivo. O dominio e entendimento dessas
fases € de fundamental importdncia para o projetista e esto
familiarizacdo € o objetivo deste trabalho.

Metodologia

Readlizou-se um estudo dirigido das tecnologias disponiveis
(C35B4 e S35 da Austriamicrosystems), de estratégias
direcionadas para baixo consumo e de estruturas analogicas
bdasicas, tais como espelhos de corrente, amplificadores de
transcondutdncia e circuitos geradores de corrente PTAT.

Posteriormente, foram utilizadas, mediante treinamento previo,
ferramentas profissionais de simulacao e layoutf, que permifiram
sedimentar os conceitos adquiridos na primeira fase deste
fraldlho.

Extracao de Parametros da tecnologia C35B4 da
Ausfriamicrosystems e implementacao de um
amplificador operacional de transcondutancia.

O consumo de energia em circuitos integrados analogicos esta
diretamente relacionado Qo pontfo de polarizacdo dos
transistores. Uma das técnicas utilizadas € operar estes dispositivos
NAa reqgido de sublimiar, onde dois pardmetros sdo importantes: O
fator de nao idedlidade ¢ e a corrente de fuga 1o, presentes na

equacao abaixo: Vas
g Id: Corrente de Dreno

C V.l. Vgs: Tensdo entre porta e fonfe
' Vt: Tensdo Termica

d = lo.e

A extracAo destes valores foi feita processando dados obtidos
de simulacoes com transistores NMOS e PMOS e linearizando-se a
equacao acima, de forma a olbter os coeficientes angular e
inear que correspondem acos valores de 'twvi e In(lo)
respectivamente, Os resulfados estao mostrados natabela 1.

Tabela 1 - Par&Gmetros de sublimiar para o processo C35B4 da Austriamicrosystems
e NMOS PMOS
Io 0.301 pA 0.346 pA
L.Vt 333 mV 32.8 mV

Posteriormente, implementou-se um amplificador operacional
de transcondutancia (OTA), conforme mostra a figura 1, para
avaliacdo do consumo. Observou-se que, de fato, operar
tfransistores na regido de sublimiar e favoravel do ponto de vista
energetico, embora isso traga consegquéencias desvantajosas
COMO MenNor velocidade.
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Figura 1 - OTA implementado utilizando-se os pardmetros lo e ¢  extraidos
anferiormente para verificacdo do consumo.

Conclusao

A confribuicAo desta pesquisa foi proporcionar um primeiro
contafo com a processo de desenvolvimento de circuitos
infegrados analogicos. Embora o termino precoce deste trabalho
Nao fenha permitido a construcao de um dispositivo e sud
caracterizacdo, a experiencia e o conhecimento adquiridos
proporcionaram uma aprendizagem bastante solida em
microeletronica, satisfazendo em grande parte os objetivos
Propostos.
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